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【はじめに】 

原発事故収束作業における強い放射線と冷却水による高湿度といった複合環境下において、長

時間動作するロボット等の実現は不可欠であり、耐放射線性と長時間動作に伴う高温耐性を兼ね

備えた SiC MOSFETはこれらへの応用が期待されている [1]。しかしながら高湿度雰囲気下での

SiC MOSFETの劣化挙動に関してはこれまで知見がなく、本研究では高温・高湿度環境におけるγ

線照射による電気特性変化の線量依存を調べた。 

【実験および結果】 

耐圧 1.2 kV、定格電流 20 A、酸化膜厚 45 nm (乾燥

酸素中（Dry）酸化+ N2O処理)のサンケン電気製 nチ

ャネル 4H-SiC MOSFETを、温度 150℃、湿度 100%に

保たれた容器中で Co-60ガンマ線照射を行った。線量

率 3.61 kGy(SiO2)/hで総線量 1800 kGyまで照射を行い、

途中、試料を取り出してドレイン電流(ID)-ゲート電圧

（VG）を測定した。得られた ID-VG曲線から、照射で

酸化膜中に発生した固定電荷と、酸化膜-SiC界面に生

成した界面電荷準位密度を求めた。比較のため、高温

照射（乾燥窒素中 150℃）試料についても同様の実験を行った。 

図 1に、酸化膜および界面電荷密度増加量の線量依存を示す。高温・高湿度照射の場合、100 kGy

まで電荷密度が緩やかに増加するが、それ以降は線量を増加させてもほとんど変わらず、1500 kGy

ではやや低下した。100 kGy 以降の増加量抑制は、照射による電荷生成と熱によるそれらの消滅

が釣り合っていることを示す。一方、高温照射では、ばらつきが見られるものの電荷密度は高温・

高湿度照射と比べて大きくなった。この結果から、照射による酸化膜および界面での電荷生成が、

高湿度雰囲気によって抑制されることがわかった。 
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図 1 電荷密度増加量の線量依存 
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